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Si-npn-Leistungstransistor fir Schaltnetztelle und Motorsteuerung

MaBe in mm und Anschlufbelegung
Masse ca, 22 g
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Grenzwerfe, gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich
sU 189 85U 190

%n lle Etor-Basis-Epannu.ug UGBD 850 1000 v
E =

Kollektor-Emitter-Spannung UbED 400 450 v

IE = 0

Kollektorstrom I{: 15

Kollektorspitzenstrom ICM 30

Gesamtverlustleistung Ptct + 175 ]
Vo £ 25° ¢

Sperrschichttemperatur 1?3 + 200 og




Kennwerte, bei ¥ = 25% min max
Eollektor-Emitter~Reststrom IGER 1,0 mA
Ugg = 850 V. 1000 V, Ryp € 10¢

(8U 189) (SU 190)
Eollektor-Emitter-Sdttigungsspann U 1,5 V
follekor-Bptttepsksy ung Usggqy '3
1. = 8.&.13.‘;1,513)
Basis-Emitter-S&ttigungsspann U 1,6 V
10='101,15=2i5n53) - BEsat '
IC= EA.,,IBE-‘I'EA 2)

Kollektor-Emitter-Durchbruchss n 1] 400 1 v
I, = 200 mA pannang “(sr)cwo 450 2; v
Emitter-Basis-~Durchbruchsspann U a 10

Iz =10 mA i ER) EBO

Abfallzelt des EKollektorstromes tf 0,8 /us
Io=104, Ip==I,=2A4 13

IG = 8A, IB = - IB = 44,6 A 2)

1) 8U 189

2) 8U 190

Bestellbezeichnung: Transistor SU 189
Transistor 8U 190
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